Aplikované typy tranzistorov:

e Unipolarne

NMOS tranzistor so Sirkou
width=2 a dizkou length=1 width=5 a dizkou length=1

Realizacia BULK pre NMOS tranzistor spocivala vo vytvoreni PDIFF vrstvy, ktora pozostdvala z vrstiev DIFF + PPLUS.

pomocou vrstvy MET1 a CONT vrstvy. Samozrejme BULK sa nachadzal v blizkosti NMOS tranzistora, najlepsie oproti GATE-
u.

Realizacia BULK pre PMOS tranzistor spocivala vo vytvoreni NDIFF vrstvy, ktord pozostdvala z vrstiev DIFF + NPLUS.
To znamen3, Ze prvy sme naniesli NPLUS vrstvu, na to DIFF vrstvu a BULK sme spojili s najvy$sim napajacim napatim
pomocou vrstvy MET1 a CONT vrstvy. Samozrejme BULK sa nachddzal v blizkosti PMOS tranzistora, najlepsie oproti GATE-
u. Cely PMOS tranzistor a BULK sme izolovali pomocou FIMP vrstvy.




4. Tvorba unipolarnych tranzistorov

Navrh unipoladrnych tranzistorov sa cCiasto¢ne liS§i od navrhu bipolarnych. Pri tomto procese je
v dialdgovom okne potrebné vybrat’ jeho rozmery (W, L) a umiestnit’ ho na Cipe. Dole je uvedené pouzitie typu
nmos4.
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Obr. 24 — Umiestnenie nového unipoldrneho tranzistora na plochu cipu

Takto vytvoreny komponent vSak nie je uplny a chybaju vrstvy NLDD a pdm1l. Vrstva pdml sluzi na
pripojenie substritu tranzistora Kk najnizSiemu elektrickému potencialu. Toto uzemnenie je zrejmé aj
z predchadzajlcich schém. Uginny efekt tohto uzemnenia viak klesa so vzdialenostou a preto je nutné priviest
cestu od uzemnovacieho pinu ¢o najblizsie k tranzistorom a aplikovat’ vrstvu pdml. V pripade, ze je vzdialenost’
medzi tranzistorom a vrstvou pdml vel’ka, analyza DRC je schopna tato chybu odhalit’ a pomocou funkcie
highlighting oznacit’ tranzistor resp. jeho ¢ast’, ktory nie je pokryty.
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Obr. 25 — Aplikacia vrstvy pdml a predbezny vysledok analyzi DRC

Po odstraneni chyb spojenych s vrstvami NLDD a pdml je d’alsim krokom pripojenie hradla, emitora
a kolektora na zat'az, alebo int suciastku, ¢i pin v obvode. Tymto su odstranené chyby s vlastnostou FLOATING.
Na obrazku ¢. 24 je zapojenie demonstrujuce tento postup (nejde o zapojenie zo zadania) a vysledok DRC.

Obr. 26 — Vysledok DRC po pripojeni zdtaze k tranzistoru
-1-




